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BASIC-ABSTRACT: 



NOVELTY - Insulating cavity (2) is located in a channel region (la) between source (5) and 
drain (6) regions, and defines with the regions (5, 6) a 1-50 nm thick silicon layer located 
above the cavity (2) . The insulating cavity has a length representing at least 70% of a 
predetermined minimum channel length. 

DETAILED DESCRIPTION - The semiconductor device, particularly a MOSFET, comprises a silicon 
body (1) having an upper surface coated with a thin gate dielectric layer (4), and in which are 
formed source (5) and drain (6) regions that define between them a channel region (la) having a 
minimal predetermined length, a gate (7) on the thin gate dielectric channel above the channel 
region (la) . 

A continuous or discontinuous insulating cavity (2) is formed in the channel region (la) 
between the source (5) and drain (6) regions. The cavity (2) defines with the source and drain 
regions a thin silicon layer of thickness 1-50 nm and located above the insulating cavity. The 
length of the cavity is at least 70% to the predetermined minimum length of the channel (la) . 

The insulating cavity (2) can be an air-filled or a dielectric-filled cavity. 

An INDEPENDENT CLAIM is given for a process for manufacture of the semiconductor device. 

USE - MOSFET transistors. 



ADVANTAGE - Silicon layer and buried oxide layer thicknesses can be reduced to the order of 
several nanometers in order to resist short channel effects. 

DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The drawing shows a cross-section of a SON (silicon-on-nothing) - 
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(57) Abstrad 

Tht invention concerns a device 
comprising a silicon substrate (1) having 
a top surface coated with a thin gate 
dielectric layer (4) and wherein are formed 
scmtce and drain regions (5, 6) defining 
between them a channel region (la), 
a gate (7) on the diin gate dielectric 
layer (4) above the diannel (la) region, 
Hw invention is characterised in that it 
comprises in the channel reglon(la) a 
continuous or discontinuous bisolating 
cavity (2) defining widi d» source and 
drain regions a thin silioon hiyer (3) I to 
50 nm (hick located above the Insidating 
cavity, said insulating caviar (2) having 
a lengdi representing at least 70 % of a 
predetennined minimum channel leitgth. 
The invention is applicable to MOSFET 
transistors. 
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U disposilif comprend un subsirai de siUcium (1) 9^ une suiftoe sup6rieQre levetue d*une mince couche de diflcctriquc de grille 
(4)ctdans Icqucl sonlformfe des regions de source etdcdiain (5. «)dttnissantentre dies une rfgionde 

mmcc couche di^ectrique de grilte (4) ao-dessus de la c£gioQ de canal (la), caiact^risd en ce qu'fl comprend dans la rtgion de canal (la) 
une cavit£ isolante (2) continue ou discontinue dflimitam avec les i^gicns de source et de drain une minoe couche de silicinm (3) de 1 i 
SO nm d'dpaisseur et silude au^dessus de to cavity isotonte. hidite C8vit6 isotonte (2) ayant une longueor repitolant au moina 70 % d'une 
longueur minimale pi^dAermln^ de canal. Application anx tiansiston MOS & 
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Nouveau dispositif semi-conducteur combinant les avantages des 
architectures massive et SOI, et proc£d£ de fabrication. 



La pr6sente invention conceme de mani&re g£n6rale Ics 
dispostifs semi-conducteurs CMOS k haute pcrfomiance pour le 
traitement rapide de signaux et/ou des applications basse tension/basse 
puissance et plus paiticuli^srement des transistors MOS k effet de champ 
5 (MOSFET). La nouvelle architecture dite "SON" (Silicon on Nothing) 
combine les avantages des architectures massive et silicium sur isolant 
(SOI). 

Un des facteurs limitatifs des MOSFETs d'architecture massive 
classiques est I'effet de substrat qui nuit aux performances du transistor. 
10 Get inconv6nieni est evit6 dans les MOSFETs d'architecture silicium sur 
isolant (SOI) en s6parant le mince fibn de sUicium du substrat par une 
couche entente d'oxyde de silicium. 

L'£limination de I'effet de substrat dans les MOSFETs 
d'architecture SOI k film mince totalement appauvri rfeulte en un 
IS accroissement du courant de drain. 

Cependant. les MOSFETs d'architecture SOI ultiamince 
souffrent d'une r6sistance source/drain (S/D) 61ev£e du fait de jonctions 
peu profondes limitees par I'^paisseur de la couche de silicium et d'une 
mauvaise conductivity thermique. En outre, le coflt de fabrication des 
20 substrats d'architecture SOI est 61ev6, ce qui a Uniit6 leur introduction sur 
le marche. 

n serait ^galement avantageux de rdduire I'^paisseur du film de 
siUcium ainsi que celle de I'oxyde enterr€ jusqu'^l des 6paisseuis de I'ordre 
de quelques nanometres afin de mieux r£sister aux effets canaux courts. 
25 La pr6sente invention a done pour objct lih dispositif semi- 
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conducteur tel qu*un transistor MOS ii effet de champ qui rem^die aux 
inconv^nients des architectures de Tart ant^rieur et en particulier qui 
combine les avantages des architectures massive et SOI, et permet des 
6paisseurs du film de silicium ainsi que celles de Toxyde enterre 
5 extrSmement minces, de Tordre de quelques nanometres, inaccessibies 
par des techniques ant^rieures. 

En particulier, la pr£sente invention a pour objet un dispositif 
semi-conducteur tel qu'un MOSFET. dans lequel Teffet de substrat est 
supprimd sans accroissement des r&istances sfiries des regions de source 
10 et de drain, qui presente une meiUeure dissipation de la chaleur que les 
substrats d*architecture SOI et dont le coflt de fabrication est inferieur h 
celui des substrats d'architecture SOL 

La presente invention a egalement pour objet un procede de 
fabrication d'un tel dispositif semi-conducteur. 
15 Les buts ci-dessus sont atteints selon Tinvention grace k la 

realisation d'un dispositif semi-conducteur tel qu'un MOSFET (appel6 ci- 
apres MOSFET-SON ou SON-MOSFET) dans lequel la couche 
di6lectrique enterrfie est limit6e la zone sous-jacente k la region de grille 
du dispositif. 

20 Plus precisement, selon Tinvention, on realise un dispositif 

semi-conducteur comprenant un substrat de silicium ayant une surface 
superieure revdtue d'unc mince couche de di61ectrique de grille et dans 
lequel sont foim€es des regions de source et de drain ddfinissant entre 
elles une region de canal de longueur minimale pr^dfiterminfie, une grille 

25 sur la surface superieure du corps au-dessus de la r6gion de canal, 
caract^rise par le fait qu'il comprend dans la region de canal entre les 
regions de source et de drain une cavite isolante continue ou discontinue 
d6iimitant avec les regions de source et de drain une mince couche de 
silicium de 1 ^ SO nm d'^paisseur et situee au-dessus de la cavit6 isolante, 

30 cette cavite isolante ayant une longueur reprdsentant au moins 70% de la 
longueur minimale pr£determin6e de la region de canal. 

Dans la presente invention, on entend par longueur minimale 
pred6terminee de la region de canal, la longueur de canal la plus courte 
utilisable dans un dispositif de technologic donn^e. 

35 Dans une realisation de Tinvention, la cavite isolante est 
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continue et a une longueur egale a la longueur minimale pr6d£termin6e de 

la region de canal. 

Dans une autre realisation de Tinvention, la cavite isolante est 

discontinue et comprend deux elements de cavit6 adjacents 
5 respectivement aux regions de source et de drain* la somme des longueurs 

des Elements dc cavite representant au moins 70% de la longueur minimale 

pred^termin^e de la region de canal. 

En g£n6rale» la cavite isolante a une 6paisseur de 1 Si SO nm» par 

example de I'ordre de 10 nm. 
10 Lorsque les regions de source et de drain comportent des 

extensions adjacentes k la mince couche de diSlectrique de grille (par 

exemple Si02, Ta205, Si3N4, AI2O3, etc.), la cavit6 isolante est de 

pr6ffrence situee en dessous de ces extensions et de pr6f6rence encore 

adjacente k ces extensions. 
IS La cavit6 isolante peut £tre constitu6e de tout mat6riau 

di^lectrique solide ou gazeux approprie mais est de pr£f6rence une cavit6 

remplie d*air. 

Dans un mode de mise en oeuvre de Tinvention, le ptoc6d6 de 
fabrication du dispositif semi-conducteur selon I'invention comprend : 
20 - la formation sur une surface sup6rieure d'un substrat de 

silicium d'une couche d*un materiau s61ectivement dliminable qui de 
preference assure une continuity de maille avec le substrat de silicium; 

- la fomiation sur la couche de mat€riau s61ectivement 
eliminable d'une mince couche de silicium ayant une €paisseur de 1 2l SO 

25 nm et assurant ^galement de pr£f£rence une continuity de maille avec le 
materiau s61ectivement eliminable et par suite avec le substrat de 
silicium; 

- la formation sur la mince couche de silicium d'une mince 
couche de dielectrique de grille; 

30 * la formation sur la mince couche de dielectrique de grille d*une 

grille; 

- la gravure» le long de deux cdtes opposes de la grille, de la 
mince couche de dielectrique de grille, de la mince couche de silicium, de 
la couche de materiau seiectivement eiinoubaable et d'une partie superieure 

35 du substrat pour former des evidements; 
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- la giavure laterale selective, partielle ou totaie, de la couche de 
materiau selectivement eliminable pour former une cavite continue ou des 
cavites discontinues, remplies d'air, dent la longueur totaie represcnte au 
moins 70% d'une longueur minimale prcdetermin6e de la region de canal; 

5 - facultativemem, le remplissage de la cavite ou des cavites avec 

un materiau dtelectrique solide; et 

- le remplissage des evidements avec du silicium et leur dopage 
pour former les regions de source et de drain. 

En d'autres termes, I'^tape d'elimination du reste de la couche de 
10 materiau selectivement Eliminable consiste k enlever ce mat6riau sur une 
longueur repr6scntant au moins 70% de la longueur totaie de la couche 
restante pour obtenir. apres formation des regions de source et de drain, 
une cavite isolante close d'une longueur d'au moins 70% de la longueur 
minimale pr6determin6e de la region de canal. 
15 De preference, le proc6d6 de ['invention comprend avant retape 

de gravure des evidements, une etape de dopage pour fomier des 
extensions des regions de source et de drain, suivie par une formation 
d'espaceurs. 

On peul egalement, si on le souhaite, avant la formation des 
20 regions de source et de drain, former un deuxieme jeu d'espaceurs h 
rinterieur des evidements et de chaque c6te de la cavite formEe par 
eiiminauon du materiau selectivement eliminable pour empecher une 
penetration dans la cavite du silicium lors de retape ulterieure de 
remplissage des evidements avec du silicium pour former les legions de 
25 source et de drain. 

Enfin, le remplissage des evidements avec du silicium et leur 
dopage peuvent s'effectuer simultanement. 

Dans une realisation reconunandee de Tinvention, le materiau 
selectivement eliminable est choisi parmi les alliages Sij.j^Ge^ oik 0<x^l 
30 et les alliages Sij^^.yGCjjCy oh 0<x<0,95 et 0<y<0,05. 

La suite de la description se reffere aux figures annexees qui 
representent respectivement : 

Figure 1 - une vue en coupe schematique d'une realisation d'un 
SON-MOSFET selon I'invention; 
35 Figure 2 - une vue en coupe schematique d*uhe autre i^alisation 
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d'un SON-MOSFET selon Tinvention; 

Figure 3 - un graphe du courant de sortie Iq^ h polarisation grille 
ei drain maximale normalisee a I^pp (courant de sortie h polarisation de 
grille nulle et polarisation de drain maximale = 100 pA/jiim) en fonction de 
5 Tepaisseur de la mince couche de silicium sous la grille, et avec une 
gpaisseur de la cavit6 isolante de 30 nm. 

Figure 4 - un graphe de la pente sous-le-seuil en fonction de 
I'epaisseur de la mince couche de silicium sous la grille, avec une 
£paisseur de la cavite isolante de 30 nm; et 
10 Figures Sa a Sg - des vues schematiques en coupe des 6tapes 

principales d'un mode de mise en oeuvre du proc6d6 de fabrication d*un 
SON-MOSFET selon invention. 

Bien que la description sera faite pour un transistor MOS k effet 
de champ selon I'invention (SON-MOSFET), elle peut s'appliquer k tout 
15 autre dispositif semi-conducteur appropri6. 

Sur la figure 1, on a repr£sent6 un SON-MOSFET selon 
rinvention qui comprend, conome cela est classique, un substrat en 
silicium 1 ayant une surface sup^rieure et des r6gibns de source et de dr2iin 
5, 6 d6fmissant entre elies une region de canal la. Comme cela est 
20 6galement classique, les regions de source et de drain 5. 6 comportent des 
extensions 5a, 6a inun^diatement sous-jacentes k la surface sup6rieure du 
substrat 1 d6£inissant dans la region de canal la le canal proprement dit. 
La surface sup6rieure du corps 1 est revetue d'une mince couche d'un 
di61ectrique de grille 4, par exemple Si02, et une grille 7 en silicium 
25 polycristallin est form^e au-dessus de la region de canal la et flanqu6e 
d'espaceurs 8, 9, par exemple en Si3N4. Enfm, des contacts 10 et 1 1 sont 
pr6vus sur les regions de source et de drain 5, 6. 

La structure qui vient d*€tre d^crite est une structure MOSFET 
classique. 

30 Selon Tinvention, une cavite 2 remplie d'air ou d'un mat^riau 

di61ectrique solide approprie ponte les regions de source et de drain 5, 6 en 
dessous de la grille 7, de mani&xe k isoler une mince couche de silicium 3 
du reste du substrat de silicium 1. 

Dans la realisation representee, la cavit6 isolante 2 est 

35 inunediatement sous-jacente aux extensions 5a, 6a des regions de source 
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et de drain 5, 6, Tepaisseur des extensions dans ce cas 6tant telle que la 
mince couche de silicium 3 a une 6paisseur de 1 h 50 nm. 

Bien evidemment. les regions de source et de drain 5. 6 
pourraient ne pas comporter d'extensions. Dans ce cas, la cavite isolante 2 
5 serait situee de maniere k ce que la mince couche de silicium 3 ait 
egaiement une 6paisseur de 1 a SO nm. 

L'epaisseur de la cavit6 isolante est de 1 ^ SO nm, de pr^f€rence 
de I*ordre de 10 nm. 

On a effectu6 une simulation d'un SON-MOSFET tel que d6crit 
10 en liaison avec ia figure 1 et avec les caract^ristiques suivantes : 
Longueur extensions L^^^ : 35 nm 
Longueur espaceur L^p : 35 nm 
IoFF= ^OOpA/jim 

Vgyp (tension d'alimentation) = 1,2 V 
IS ^ ^ ^ ^ (longueur de grille) 

X| = 100 nm (profondeur de jonction) 

^sub • ^ ^ lO'^cm'^ (concentration de dopant dans le substrat) 
^HDD ~ ^SfD ~ 10^ cm'^ (concentration de dopant dans les rdgions 

de source et de drain et les extensions) 
20 t^^ {6paisseur couche d'oxyde de grille) : 3 nm 

Cavite isolante : Longueur L^. = Lg + 2 L^^^ 
Bpaisseur t^ ^ 30 nm 
Mat^riau di^lectrique : air. 
La figure 3 est un graphe du courant Iq^ en fonction de 
25 l'epaisseur t^; de la mince couche de silicium 3. 

Le graphe montre une am6Iioration d'environ 35% dans la 
commande du courant avec ime bpaisseur de cavit6 isolante d'air tg = 30 nm 
et une mince couche de silicium sous la grille d'6paisseur t^j = 20 nm. 

La figure 4 est un graphe de la pente sous-le-seuil en fonction de 
30 r6paisseur de la mince couche de silicium 3 sous la grille. Ce graphe 
montre que la pente sous-le-seiiil approche la valeur id6ale de 60 
mV/decade lorsque la couche mince de silicium est totalement ^pauvrie. 

On a repr£sent£ figure 2, une vue en coupe schematique d'une 
autre realisation d'un SON-MOSFET selon I'invention. 
35 Comme le montre la figure 2, le SON-MOSFET ne difffere de 
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celui de la figure 1 que par le fail que la cavit6 isolante d'air est constitute 
de deux Elements de cavite 2a. 2b. situds dans la region de canal la entre 
les regions de source et de drain 5. 6 et respectivement adjacents h celles* 
ci, immtdiatement en dessous des extensions 5a, 6a. 
5 Ces elements de cavitt 2a, 2b qui peuvent etre de longueurs 

identiques ou difftrentes, soht tels que la somme de leurs longueurs 
reprtsente au moins 70% de la longueur minimale predttenninte de canal, 
dgale dans la r6alisation reprtsentde k la sonune + 2 L^^. 

Conune prtc6denunent, ces fitments de cavit6 definissent une 
10 mince couche de silicium 3 sous la grille 7 dont I'gpaisseur varie de 1 SO 
nm. 

On va maintenant d6crire en liaison avec les figures 5a h 5g, un 
mode de mise en oeu vre du proc6d6 de Tinvention pour la fabrication d un 
SON-MOSFET tel que represent^ h la figure 1 et dont la cavit6 isolante est 

IS remplie d'air. 

Comme le montre la figure 5a, on commence par d6poser 
successivement, par epitaxie (par exemple par dep6t chimique en phase 
vapeur), sur un substrat de silicium 1, une couche d*un matSriau 
s61ectivement£liminable 22 d'6paisseur g6neralement comprise entre 1 et 

20 50 nm et une mince couche de silicium 23, d'tpaisseur de 1 ^ 50 nm. 

Le materiau selectivement 61iminable peut 6tre tout mateiiau 
s61ectivement eliminable par rapport au silicium qui de preference assure 
une continuity de maille avec le silicium du substrat au cours de Tepitaxie, 
tel que par exemple un aUiage Sii.^Gej^ (0<x:Sl), Les aUiages Si|.j^Gc^sont 

25 reconrniandts car ils sont aistment tliminables s61ectivement, soit au 
moyen d'une chimie oxydante bien connue (telle qu'une solution 40 ml 
HNO3 70% + 20 ml H2O2 + 5 nd HF 0,5%), soit d'une attaque plasma 
isotrope . 

De preference, on utilisera des alliages Sij.j^GCj^ (0<x^l) 
30 comportant un taux eieve de Ge car la s61ectivit6 de la gravure par rapport 
h Si s'accroit avec Taccroissement du taux de Ge dans Talliage. On peut 
6galement utiliser des alliages Sij.j^.yGejjCy (0<x<0,95 : 0<y<0,05) qui se 
comportent comme les alliages Sij.^Ge^ quant h I'elimination selective 
mais induisent moins de contraintes avec les couches de silicium. 
35 On forme ensuite de mani&re classique, comme le montre la 
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figure 5b, une couche d'oxyde de grille 24 (SiOj), puis sur cette couche 
d'oxyde de grille 24 une grille 7 en silicium. La couche 24 et la grille 7 
reposent par leurs deux extremites longitudinales (non representees sur la 
coupe 5b) sur deux regions isolantes situees de part et d'autre du substrat 

5 1. Ainsi, la grille 7 et la couche 24 permettront de soutenir la couche 23 

aprfes gravure de la couche 22 (voir ci*apr&s figure 5d). 

On forme alors, par implantation classique, des zones 
faiblement dopees 2Sa, 26a dans la couche mince de silicium 23, zones qui 
serviront ulterieurcment h former les extensions 5a, 6a des regions de 

10 source et de drain. Bien que Ton ait repr£sent6 des zones faiblement 
dopees 25a, 26a limitees par la couche 22 de mat6riau s61ectivement 
eiiminable qui conduiront done k des extensions 5a, 6a egalement limitees 
par cette couche» les zones fiiiblement dop6es et par suite les extensions 
pourraient, bien que cela ne soit pas pr6fere, deborder en dessous de la 

15 couche 22- 

Conrnie le montre la figure 5b, la surface sup€rieure de la grille 7 
peut etre piot£g6e par une couche d'oxynitnire de silicium 12 conune cela 
est bien connu et ses cfites flanqu£s d'espaceurs 8, 9 en Si3N4. 

On grave alors, comme le montre la figure 5c, par exemple au 

20 moyen d'un plasma, la couche d'oxyde de grille 24, la couche mince de 
silicium 23. la couche de materiau s61ectivement 6Uminable 22 et une 
partie superieure du substrat 1 de silicium, de chaque c6t6 des espaceurs 8, 
9 de mani^re k former deux evidements lateraux 25, 26. 

A ce stade, on £liminera s€lectivement le materiau de la couche 

25 22 pour former une cavitd isolante d'air 2 comme le montie la figure 5d. 

Comme le montre la figure 5e, bien 'que cela ne soit pas 
absolument n6ce,§sadre,^ on peut obturer la cavite isolante d'air 2 en 
formant des espaceurs 27, 28, par exemple en silicium polycristallin, sur 
chacune des extremites ouvertes de la cavit6 2. 

30 On procede alors classiquement conune le montre la figure 5f au 

d6pdt s61ectif de silicium dans les 6videments (par exemple par croissance 
dpitaxiale) jusqu*au comblement des £videments, puis conmie on le voit k 
la figure 5g, h I'implantation de dopants pour former les regions de source 
et de drain 5 et 6. 

35 L*ach&vement du dispositif, tel que la formation de contacts et 
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Tencapsulation eventuelle, s'effectue dc mani6re tout h fait classique. 

Comme menttonng pr6c6demment, bien que Timplantation des 
extensions puisse se faire de mani^re ^ ce qu*elles d^bordent en dessous de 
la ou des cavites isolantes» le proc£d6 de Tinvention permet d'obtenir unc 

5 structure qui tres avantageusement comporte des extensions Iimit6es par 

la ou les cavites, c'est-a-dire ne debordant pas en dessous de la ou des 
cavites. La ou les cavit£s isolantes auront en g6n6ral pour effet de bloquer 
la diffusion des dopants ct done de limiter I'epaisseur des jonctions des 
extensions. On pcut ainsi r^aiiser des jonctions des extensions 

10 extr6mement minces. 

Le dispositif obtenu est un SON-MOSFET selon Tinvention. 
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REVENDICATIONS 

1 . Dispositif semi-conducteur comprenant un corps de silicium 
(1) ayant une surface superieure revetue d*une mince couche de 
di^lectrique de grille (4) et dans lequel sont formfies des regions de source 
et de drain (5, 6) ddfinissant entre elles une region de canal (la) ayant une 

5 longueur minimale preddtenminee de canal, une grille (7) sur la mince 
couche de di61ectrique de grille (4) au-dessus de la region de canal (la), 
caract6rise en ce qu'il compnend dans la region de canal (la) entre les 
regions de source et de drain une cavite isolante (2) continue ou 
discontinue d61imitant avec les regions de source et de drain une mince 
10 couche de silicium (3) de 1 ^ SO nm d'epaisseur et situ6e au-dessus de la 
cavite isolante, ladite cavity isolante (2) ayant une longueur repr6sentant 
au moins 70 % de la longueur minimale predetermin6e de canal. 

2. Dispositif semi^onducteur selon la revendication 1, 
caract6risee en ce que ladite cavit6 isolante (2) est continue. 

13 3. Dispositif semi-conducteur selon la revendication 2, 

caracteris6 en ce que ladite cavite isolante (2) a une longueur 6gale la 
longueur minimale pr6d6termin6e de canal. 

4. Dispositif semi-conducteur selon la revendication 1, 
caract6ris6 en ce que la cavit6 isolante est discontinue et comprend deux 

20 gl6ments de cavit6 (2a, 2b) adjacents respectivement aux regions de drain 
et de source (5, 6). 

5. Dispositif semi-conducteur selon Tune quelconque des 
revendications 1 & 4, dans lequel les regions de source et de drain (S, 6) 
comportent des extensions (Sa, 6a) adjacentes h la mince couche de 

25 di£lectrique de grille (4). caract£ris£ en ce que la cavitd isolante (2) est 
disposde en dessous des extensions. 

6. Dispositif semi-conducteur selon la revendication 5, 
caract€ris6 en ce que la cavit£ isolante (2) est adjacente aux extensions 
(5a, 6a). 

30 7. Dispositif semi-condiu:teur selon Tune quelconque des 

revendications pr6c€dentes, caract£ris6 en ce que la cavit£ isolante (2) a 
une £paisseur allant de 1 SO nm. 

8. Dispositif semi-conducteur selon Tune quelconque des 
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revendications precedentes, caract€ris£ en ce que la cavit£ isolante (2) est 
une cavit6 remplie d'air. 

9. Dispositif scmi-conducteur selon Tune quelconque des 
revendications principales, caracteris6 en ce que la cavite isolante (2) est 

5 une cavite remplie d'un matdriau di^lectrique solide. 

10. Dispositif semi-conducteur selon Tune quelconque des 
revendications pr^cedentes, caract6ris£ en ce que le dispositif est un 
transistor a effet de champ. 

11. Proc6de de fabrication d'un dispositif senu*conducteur, 
10 caract^rise en ce qu'il comprend : 

- la formation sur une surface sup^rieure d'un substrat de 
silicium (I) dune couche d'un materiau s61ectivement 61iminable (22); 

- la formation sur la couche de materiau s61ect]vement 
^liminable (22) d'une mince couche de silicium (23) d'epaisseur de 1 i 50 

IS nm; 

- la formation successivement sur la mince couche de silicium 
(23) d'une mince couche de di61ectrique de grille (24) et d'une grille (7); 

- la gravure le long de deux cdt£s opposes de la grille (7) de la 
mince couche de di61ectrique de grille (24), de la mince couche de silicium 

20 (23), de la couche de mat6riau s61ectivement eliminable (22) et d'une 
partie superieure du substrat de silicium (1) pour former des 6videments 
(25, 26); 

- la gravure lat€rale selective, partielle ou totale, de la couche de 
mat6riau s61ectivement Eliminable pour former une cavitd continue ou des 

25 cavites discontinues, remplies d'air, dont la longueur totale repr6sente au 
moins 70% d'une longueur minimale pr£d£termin6e de canal; 

- facultativement, le remplissage de la ou des cavites avec un 
materiau di61ectrique; 

- le remplissage des Evidements (25, 26) avec du silicium pour 
30 former une cavit6 isolante (2); et 

- le dopage des 6videments remplis de silicium pour former les 
regions de source et de drain (5, 6). 

12. Proc€d£ de fabrication selon larevendication 11, caract6ris6 
en ce qu'il comprend, prEalablement k I'dtape de gravure des £videments 

35 (25, 26), une 6tape de dopage par implantation pour former des extensions 
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(5a, 6a) des regions de source et de drain suivie d'une £tape de formation 
d'espaceurs (8. 9). 

13. Proc^de de fabrication selon la revendication 11 ou 12, 
caracterise en ce que les etapes de remplissage et de dopage des 

5 6videmenCs (25, 26) s*effectuent simultan6ment. 

14. Procedfi scion Tunc quelconque des revendication 11 13, 
caracterise en ce que la totalite de la couche restante de mat6riau 
s^lectivement ^liminable est enlev€e au cours de TStape de gravure 
selective. 

10 15. Proc£d£ selon Tune quelconque des revendications 11 ^ 14, 

caract6ris6 en ce que le mat6riau selectivement ^liminable est choisi 
parmi Sij.^Ge^ (0 < x ^ 1) et Si^.^^yGe^^Cy (0 < x < 0,95. 0 < y ^ 0,05). 

16. Proc6d6 selon Tune quelconque des revendications 11 15, 
caract6ris6 en ce qu'il comprend en outre, apr&s T^tape de gravure 

15 selective et avant I'^tape de remplissage des 6videments, une 6tape de 
formation dans les 6videnients (25, 26) d'espaceurs (27, 28) pour former la 
cavit6 isolante (2). 

17. Proc£d£ selon Tune quelconque des revendications 1 1 k 16, 
caracterise en ce que la couche de mat6riau selectivement eiiminable (22) 

20 est en continuite de maille avec le substrat (1). 

18. Proced6 selon Tune quelconque des revendications 1 1 i 17, 
caracterise en ce que le dispositif semi-conducteur est un transistor MOS k 
effet de champ. 
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